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有機半導体は、大気中にて低温成膜が可能であることから、プラスチック基板上のディスプレ

イやセンサアレイなど、フレキシブルデバイスを構成するエレクトロニクス材料として注目され

ている。有機半導体を用いたフレキシブルデバイスを実現するためには、大面積の有機半導体膜

を均一に製膜することが求められるが、これを可能とするため有機半導体膜塗布用のスリットコ

ータが開発されている[1]。本研究では、このスリットコータを用いて製膜した有機半導体膜上に

トランジスタアレイを作製し、その均一性を評価したので報告する。 

有機半導体膜は、SAM処理したアルミナ ALD絶縁膜上に、幅 65 mmのスリットを一定速度で

約 40 mm掃引させて成膜した。半導体溶液は、p型半導体 C10-DNBDT[2]を有機溶媒に溶解させた

ものを用いた。Fig.1に塗布した半導体膜の顕微鏡写真を示す。ドメインの大きい単結晶膜が製膜

できていることが分かる。トランジスタアレイのゲートおよびソース・ドレイン電極はフォトリ

ソグラフィを用いてパターニングし、64×128個の短チャネル・トップコンタクト型有機トランジ

スタ構造を 500 m 間隔で作製した。Fig.2 に測定したトランジスタの伝達曲線と移動度曲線の 1

例を、Fig.3 にトランジスタアレイの縦横 10 個毎に測定した移動度を示す。塗布開始位置に近い

55行目およびスリットの端部に近い 120列目を除けば、移動度のばらつきが小さいことが分かる。

これは、スリットコータで製膜した有機半導体膜が均一であることを示唆している。 
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Fig.1 Microscopic image 

of the formed organic single-

crystal semiconductor films. 

Fig.3 Carrier mobility measured for 

every 10 OFETs vertically and 

horizontally in the fabricated OFETs. 

array. 

Fig.2 Transfer curves and 

estimated carrier mobility 

of an example of OFETs. 

fabricated OFETs array. 
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